Ciéncias Exatas e da Terra

ESTABILIDADE TERMICA DE FILMES DE LAALXOYNZ SOBRE SILICIO. Leonardo
260 Salvador Souza, Karen Paz Bastos, Israel Jacob Rabin Baumvol (orient.) (UFRGS).
A continua reducdo nas dimensdes dos dispositivos eletrénicos baseados em Si, buscando maior

velocidade de processamento e capacidade de integragdo, levou o dielétrico de porta dos transistores de efeito de
campo metal-6xido-semicondutor (MOSFETS), usualmente SiO, (didxido de silicio), & espessuras muito reduzidas
(<1nm), resultando no tunelamento dos portadores de carga através do SiO,, gerando correntes de fuga através do
dielétrico. Novos materiais estdo sendo estudados para a substituicdo do SiO,. O novo material devera possuir uma
constante dielétrica maior que a do SiO,, de modo a manter a mesma capacitancia que se teria com filmes mais finos
de SiO,, além de apresentar estabilidade térmica para suportar os tratamentos térmicos inerentes do processo de
fabricagdo de um dispositivo. Um dos candidatos a essa substituigdo sdo filmes de LaAl,O,N/Si (oxinitretos de
lantanio-aluminio) depositados sobre Si. Neste trabalho estudou-se a estabilidade térmica e o transporte atdmico
nesses materiais antes e ap0s tratamentos térmicos em diferentes ambientes (O,, vacuo). Essas amostras foram
analisadas através de técnicas de andlise por feixe de ions e pela técnica de espectroscopia de fotoelétrons excitados
por raios-x (XPS). Essas técnicas fornecem informagdes sobre a composicdo dos filmes assim como as ligagdes
quimicas presentes no material. Informac8es como a concentracdo de certos elementos em fungéo da profundidade e
a quantificacdo de elementos quimicos sdo obtidas antes e ap6s tratamentos térmicos. Resultados preliminares
indicam a perda de nitrogénio préximo a superficie, quando a amostra é tratada em uma atmosfera de oxigénio
(enriquecido no is6topo de massa 18), havendo trocas isotopicas ou a incorporacdo de *0 em todo o filme, e o
transporte atdmico € menor nos filmes que contém LaAl,O,N,/Si do que nos filmes de LaAl,O,/Si. (PIBIC).
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